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本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。 設計の際は英語版データシートを参照してください。

価格、納期、発注情報についてはMaxim Direct (0120-551056)にお問い合わせいただくか、Maximのウェブサイト 
(japan.maxim-ic.com)をご覧ください。
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概要	
MAX14550Eは、USBホストチャージャ(専用チャージャ)
識別回路を備えたUSBハイスピードアナログスイッチです。
MAX14550Eは、USB Battery Charging Specification 
Revision 1.0 (USBバッテリ充電規格Revision 1.0)、およ
びApple®適合機器用の設定された抵抗バイアスの両方に
対応します。

MAX14550Eは、4pF (typ)の低オン容量と4Ω (typ)の
低オン抵抗の、高性能、ハイスピードUSBスイッチを備え
ています。さらに、MAX14550Eは、パススルーとチャー
ジャモード間を切り換えるための2つのディジタル入力
(CB0とCB1)を備えています。USBホストチャージャ識別
回路によって、ホストUSBポートのD+/D-の短絡検出によ
るUSBチャージャのサポート、および抵抗バイアスを使用
するApple適合機器のサポートの提供が可能になります。
ポートへのApple適合機器の装着時、MAX14550Eは抵抗
分圧器から電圧を供給します。MAX14550Eは、RDPの
電圧に基づいて内部または外部の抵抗を使用します。USB 
Revision 1.0準拠の機器が装着された場合、MAX14550E 
は、DPとDM間を短絡して、正しいチャージャの検出を可
能にします。MAX14550Eの自動検出回路は、ディセー
ブル可能で、DP/DMの短絡または抵抗ネットワークのい
ずれかがデフォルトとして選択されます。

MAX14550Eは、DPおよびDM入力に対して最大±15kV
のヒューマンボディモデル(HBM)の拡張された高い静電気
放電(ESD)保護を備えています。

MAX14550Eは、10ピンのTDFN (3mm x 3mm)パッケー
ジで提供され、-40℃〜+85℃の拡張温度範囲での動作
が保証されています。

特長	
S USB 2.0ハイスピードスイッチング

S 低オン容量： 4.0pF

S 低オン抵抗： 4.0Ω

S 超低オン抵抗平坦性： 0.1Ω

S 電源電圧範囲： +2.8V〜+5.5V

S 超低電源電流： 7µA

S USBチャージャ自動識別回路

S 自動選択による外部抵抗分圧器オプション

S DP/DMに高いESD HBM保護： ±15kV

S 10ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージ

アプリケーション	
ラップトップ

ネットブック

携帯電話

19-4745; Rev 2; 1/10

型番	

+は鉛(Pb)フリー/RoHS準拠パッケージを表します。
*EP = エクスポーズドパッド

標準動作回路はデータシートの最後に記載されています。

AppleはApple, Inc.の登録商標です。

EVALUATION_KIT

AVAILABLE

PART TEMP_RANGE
PIN-

PACKAGE
TOP_

MARK

MAX14550EETB+ -40NC to +85NC 10 TDFN-EP* AWG

http://japan.maxim-ic.com
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Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional 
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute 
maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC, DP, DM, TDP, TDM, RDP,
   RDM, CB_ to GND ...............................................-0.3V to +6V
Continuous Current Into Any Terminal  ...........................Q30mA
Continuous Power Dissipation (TA = +70NC)
   10-Pin TDFN (derate 24.4mW/NC above +70NC) .......1951mW
Thermal Resistance (Note 1)
   Junction-to-Ambient Thermal Resistance (BJA) ...........41NC/W
   Junction-to-Case Thermal Resistance (BJC) ..................9NC/W

Operating Temperature Range .......................... -40NC to +85NC
Maximum Junction Temperature .....................................+150NC
Storage Temperature Range ............................ -65NC to +150NC
Soldering Temperature (Reflow) .......................................260NC

ELECTRICAL_ChARACTERIsTICs
(VCC = +2.8V to +5.5V, TA = TJ = -40NC to +85NC, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25NC, unless 
otherwise noted.) (Note 2)

ABsOLUTE_MAXIMUM_RATINGs

Note_1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-
layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

PARAMETER sYMBOL CONDITIONs MIN TYP MAX UNITs

Power-Supply Voltage VCC 2.8 5.5 V

Supply Current ICC

VCC = 3.3V

VCB0 = VCB = VCC 0.7 2

FA

VCB0 = 0V, VCB = VCC 6.5 10

External resistors used,  
VCB0 = VCB = 0V or 
VCB0 = VCC, VCB = 0V

7 12

Internal resistors used,  
VCB0 = VCB = 0V or 
VCB0 = VCC, VCB = 0V

76 120

VCC = 5.5V

VCB0 = VCB = VCC 2.5 7

VCB0 = 0V, VCB = VCC 8.5 15

External resistors used,  
VCB0 = VCB = 0V or 
VCB0 = VCC, VCB = 0V

9 16

Internal resistors used,  
VCB0 = VCB = 0V or 
VCB0 = VCC, VCB = 0V

125 180

Supply Current Increase DICC 0V P VCB_ P VIL or VIH P VCB_ P VCC 2 FA

Analog Signal Range VDP, VDM 0 VCC V

ANALOG_sWITCh

On-Resistance TDP/TDM 
Switch

RONT 0V P VDP/DM P VCC, IDP or IDM = 10mA 4 6.5 I

On-Resistance Match 
Between Channels TDP/TDM 
Switch

DRONT VDP = VDM = 400mV, IDP or IDM = 10mA 0.1 I

http://japan.maxim-ic.com/thermal-tutorial
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ELECTRICAL_ChARACTERIsTICs_(continued)
(VCC = +2.8V to +5.5V, TA = TJ = -40NC to +85NC, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25NC, unless 
otherwise noted.) (Note 2)

PARAMETER sYMBOL CONDITIONs MIN TYP MAX UNITs

On-Resistance Flatness TDP/
TDM Switch

RFLATT
VDP = VDM, 0V P VDP P VCC, 
IDP = IDM = 10mA

0.1 I

On-Resistance RDP/RDM 
Switch

RONR
0.4V P VRDP/RDM P VCC, IRDP = IRDM = 
10mA

4 7.5 I

On-Resistance Flatness RDP/
RDM Switch

RFLATR
VRDP = VRDM, 0.4V P VRDP P VCC, 
IRDP = IRDM = 10mA

0.1 I

On-Resistance of DP/DM 
Short

RSHORT
VCB0 = 0V, VCB = VCC, VDP = VDM, 
0V P VDP P VCC, IDP = IDM = 1mA

50 70 I

TDP/TDM Off-Leakage 
Current

ITDPOFF, 
ITDMOFF

VCC = 5.5V, VCB0 = VCC, VCB = 0V, VDP = 
VDM = 5.5V to 0V, VTDP = VTDM = 0V to 5.5V

-250 +250 nA

DP/DM On-Leakage Current
IDPON, 
IDMON

VCC = 5.5V, VCB0 = VCB = VCC, 
VDP = VDM = 5.5V to 0V

-250 +250 nA

DYNAMIC_PERFORMANCE

Turn-On Time tON
VTDP or VTDM = 1.5V, RL = 300I, 
CL = 35pF, VIH = VCC, VIL = 0V, Figure 1

20 100 Fs

Turn-Off Time tOFF
VTDP or VTDM = 1.5V, RL = 300I, 
CL = 35pF, VIH = VCC, VIL = 0V, Figure 1

2.5 5 Fs

TDP/TDM Switch Propagation 
Delay

tPLH, tPHL RL = RS = 50I 60 ps

Output Skew Between 
Switches

tSK(O)
Skew between DP and DM when connected 
to TDP and TDM, RL = RS = 50I, Figure 2

40 ps

TDP/TDM Off-Capacitance COFF
f = 1MHz, VBIAS = 0V, VSIGNAL = 500mVP-P 
(Note 3)

2.0 pF

DP/DM On-Capacitance 
(Connected to TD_ )

CON
f = 240MHz, VBIAS = 0V, 
VSIGNAL = 500mVP-P

4.0 5.5 pF

-3dB Bandwidth BW RL = RS = 50I 1000 MHz

Off-Isolation VISO
VTDP, VDP = 0dBm, RL = RS = 50I, 
f = 250MHz, Figure 3

-20 dB

Crosstalk VCT
VTDP, VDP = 0dBm, RL = RS = 50I, 
f = 250MHz, Figure 3

-25 dB

INTERNAL_REsIsTORs

DP/DM Short Pulldown RPD 350 500 700 kI

RP1/RP2 Ratio RTRP 1.485 1.5 1.515 Ratio

RP1 + RP2 Resistance RRP 93.75 125 156.25 kI

RM1/RM2 Ratio RTRM 0.854 0.863 0.872 Ratio

RM1 + RM2 Resistance RRM 69.75 93 116.25 kI
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ELECTRICAL_ChARACTERIsTICs_(continued)
(VCC = +2.8V to +5.5V, TA = TJ = -40NC to +85NC, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25NC, unless 
otherwise noted.) (Note 2)

Note_2: All devices are 100% production tested at TA = +25NC. Specifications over temperature are guaranteed by design.
Note_3: Guaranteed by design.

試験回路/タイミング図	

図1. スイッチング時間
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MAX14550E

PARAMETER sYMBOL CONDITIONs MIN TYP MAX UNITs

COMPARATORs

DM Comparator Threshold VDMF
VRDP > 0.4V, DM falling 1.9 2.1 2.3 V

VRDP < 0.3V, DM falling 44 45 46 %VCC

DP and RDP Comparator 
Threshold

VDPR DP or RDP falling 0.3 0.35 0.4 V

DM Comparator Hysteresis 1 %VDMF

DP and RDP Comparator 
Hysteresis

1 %VDPR

DM Comparator Debounce 
Time

tDM VDM from 2.8V to 1.5V 30 100 200 Fs

DP Comparator Debounce 
Time

tDP VDP from 0.7V to 0V 30 100 200 Fs

DIGITAL_I/O_(CB0,_CB1)

Input Logic Voltage High VIH 1.4 V

Input Logic Voltage Low VIL 0.4 V

Input Logic Hysteresis VHYST 100 mV

Input Leakage Current IIN
VCC = 5.5V, 0V P VCB_ P VIL or 
VIH P VCB_ P VCC

-250 +250 nA

EsD_PROTECTION

All Pins Human Body Model Q2 kV

ESD Protection Level (DP and 
DM Only)

Human Body Model Q15 kV
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試験回路/タイミング図(続き)	

図2. 出力信号スキュー
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試験回路/タイミング図(続き)	

図3. オフアイソレーションおよびクロストーク

標準動作特性	
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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  TDM AND DP ARE OPEN.
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標準動作特性(続き)	
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明	

標準動作特性(続き)	
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)

DP RISING
MAX14550E toc13

4µs/div

VCC = 2.8V, RL = 300I, CL = 35pF

DP RISING
MAX14550E toc14

4µs/div

VCC = 4V, RL = 300I, CL = 35pF

端子 名称 機能
1 CB0 スイッチ制御ビット0。｢スイッチ制御｣の項を参照してください。

2 DP USBコネクタD+接続

3 DM USBコネクタD-接続

4 GND グランド

5 RDP D+用外部抵抗バイアス入力およびRDPとRDMの外部抵抗の選択

6 RDM D-用外部抵抗バイアス入力

7 VCC
電源供給。1個の0.1µFのコンデンサを通してVCCからGNDへバイパスしてください。デバイスの可能
な限り近くにコンデンサを配置してください。

8 TDM USBトランシーバのD-接続

9 TDP USBトランシーバのD+接続

10 CB1 スイッチ制御ビット1。｢スイッチ制御｣の項を参照してください。

— EP エクスポーズドパッド。EPをGNDへ接続してください。EPを主グランド接続として使用しないでください。

AUTODETECTION MODE
MAX14550E toc12

100µs/div

DM
500mV/div

DP
500mV/div

0VINTERNAL RESISTOR-
DIVIDERS ENABLED

ピン配置	

1 +

3

4

10

8

7

CB1

TDM

VCC

CB0

DM

GND

MAX14550E

2 9 TDPDP

5 6 RDMRDP

TDFN
(3mm × 3mm)

TOP VIEW

*EP

*CONNECT EP TO GND.
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ファンクションダイアグラム	

詳細	
MAX14550Eは、USBホストが低電力モード中で、USB
機器をエニュメレイトすることができない場合に、USBホ
ストがUSBポートをチャージャポートとして識別すること
を可能にする、ハイスピードUSBアナログスイッチおよび
チャージャホスト識別検出アナログスイッチの複合デバ 
イスです。MAX14550Eは、4pFの低オン容量および4Ω
の低オン抵抗を備えた高性能、ハイスピードUSBスイッチ
を内蔵しています。DPおよびDMは、全電源電圧に対して
0V〜6Vの信号耐性を備えています。

抵抗分圧器
MAX14550Eは、バイアス用の抵抗分圧器を内蔵し、外
付け抵抗による動作も可能です。MAX14550Eでは内蔵
の抵抗分圧器を使用するためには、RDPをグランドに接続
してください(｢標準動作回路｣を参照)。MAX14550Eでは
内蔵の抵抗分圧器を使用する場合、VCCに5Vの電源電圧
を供給する必要があります。MAX14550Eが内蔵の抵抗
分圧器を使用した動作を行わない場合、必要な電源電流
を最小にするために、MAX14550Eは、内蔵の抵抗分圧
器のプルアップ電圧(VCC_SW)を切断します。

外付け抵抗(図4)を使用するためには、RDPを0.4V (max)
以上の電圧に接続してください。外付けの抵抗分圧器が
RDPで検出された(VRDP > 0.4V)とき、内蔵の抵抗分圧
器は、電源電圧から切断されたままになります。

スイッチ制御
MAX14550Eは、モード選択のための2個のディジタル入
力のCB0とCB1を備えています(表1)。自動検出モードに
するためには、CB0とCB1をロジックレベルローの電圧
に接続してください(｢自動検出｣の項を参照)。

通常のハイスピードUSBバイパス機能にするために、CB0
とCB1をロジックレベルハイの電圧に接続してください。

チャージャモードを選択するためには、CB0をロジックレ
ベルロー、CB1をロジックレベルハイの電圧に接続してく
ださい。CB0およびCB1はオプションで、特定の状態を検
出するように強制的に設定することができます。USBイン
プリメンターズフォーラム(USB-IF)は、D+とD-を短絡す 
る専用のチャージャを定義しています。USBチャージャ 
モード時、DPとDMは、専用の充電機能のために相互に
短絡されます。抵抗ネットワークをDPおよびDMに強制的
に接続するために、CB0をロジックレベルハイ、CB1をロ
ジックレベルローの電圧に接続してください。

RDP

RDM

DP

TDPTDM

DM

CBO CB1GND

0.4V

2.1V

VCC_SW VCC

RP2
RP1

VCC_SW

RM2
RM1
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図4. 外付け抵抗動作

自動検出
MAX14550Eは、専用のチャージャおよびUSBマスタの
ために、自動検出モードを備えています。自動検出モード
をアクティブにするために、CB0およびCB1は、両方とも、
ローに設定する必要があります。

自動検出モードでは、MAX14550Eは、初期状態で抵抗 
ネットワークをDPおよびDMに接続します。MAX14550E
は、装着される機器のタイプを決定するために、DMの 
電圧を監視します。DMの電圧が2.1V (typ)以上の場合、
電圧は、そのまま維持されます。

DMの電圧が2.1V (typ)のスレッショルドより低い場合、内
部のスイッチは、DPを抵抗ネットワークとDMから切り離
します。DPとDMは、相互に短絡されます。MAX14550E
は、抵抗ネットワークを再接続する時点を決定するために、
DMの電圧を監視します。DM電圧 > 0.35V (typ)の場合、

この短絡状態は維持されます。DMの電圧が0.35V (typ)
以下に低下した場合、短絡は除去され、抵抗ネットワーク
はDPおよびDMに再接続されます。

DPおよびDMは、トランジェントを除去する100µs (typ)
のデバウンス時間を備えています。

ESD試験条件
ESDの性能は、さまざまな条件に依存します。試験設定、
試験方法、試験結果を文書化した信頼性報告については、
Maximにお問い合わせください。

エアギャップ試験は、充電されたプローブをデバイスへ 
接近させる必要があります。接触放電法は、プローブに 
エネルギーを供給する前に、プローブをデバイスに接触さ
せます。

5.0V

RDP

RDM

DP D+

D+

TDP

D-

D-

TDMVCC

DM

CBO CB1GND

0.4V

2.1V

VCC_SW

RM2
RM1

75kI

49.9kI

43.2kI

49.9kI

VCC_SW

0.1µF

RP2
RP1
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CB0 AND CB1
00 - AUTO MODE
01 - FORCE SHORT
10 - FORCE RESISTOR
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USB
TRANSCEIVER
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表1.	ディジタル入力状態

VCC
(V)

RDP
<_0.4V_=_INTERNAL_REsIsTOR
>_0.4V_=_EXTERNAL_REsIsTOR

CB0 CB1
DP/DM_

POsITION

INTERNAL_OR_
EXTERNAL_
REsIsTOR_

CONNECTED_TO_
DP/DM

COMMENT

3.3 RDP < 0.4V X X — — Not recommended

3.3 RDP > 0.4V

0 0
Autodetection 
circuit active

External resistor Auto mode

0 1 Shorted Not connected
Auto mode  
disabled

1 0
Connected to 

resistor-divider
External resistor

Auto mode  
disabled

1 1
Connected to 

TDP/TDM
Not connected USB traffic active

5.0

RDP < 0.4V

0 0
Autodetection 
circuit active

Internal resistor Auto mode

0 1 Shorted Not connected
Auto mode 
disabled

1 0
Connected to 

resistor-divider
Internal resistor

Auto mode  
disabled

1 1
Connected to 

TDP/TDM
Not connected USB traffic active

RDP > 0.4V

0 0
Autodetection 
circuit active

External resistor Auto mode

0 1 Shorted Not connected
Auto mode  
disabled

1 0
Connected to 

resistor-divider
External resistor

Auto mode  
disabled

1 1
Connected to 

TDP/TDM
Not connected USB traffic active
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拡張ESD保護	
(ヒューマンボディモデル)
輸送から製造までに遭遇する、最大±2kV (ヒューマンボ
ディモデル)の静電気放電から保護するために、ESD保護
の構造は、すべてのピンに内蔵されています。さらにDP
およびDMは、最大±15kV (ヒューマンボディモデル)の

ESDから、障害を受けることなく保護されます。ESD 
構造は、通常動作時およびデバイスのパワーダウン時の
両方について、高いESDに耐えることができます。この 
デバイスは、ESD発生後もラッチアップせずに動作を継続
します(図5aおよび5b)。

表2.	試験済みポータブル機器

iPod、iPhone、iPod touch、iPod classic、およびiPod nanoは、Apple, Inc.の登録商標です。
BlackBerryはResearch In Motion Limitedの登録商標/サービスマークです。
QUALCOMMはQUALCOMM Incorporatedの登録商標です。

MANUFACTURER/
sPECIFICATION

DEVICE IDENTIFICATION DETECTION_METhOD/COMMENTs
MAX14550E_
sUPPORT

Apple

iPod® and some 
iPhones®

None
Immediately draws 500mA when 5V is 
attached to VBUS

iPhone 2G, 3G, and 
3GS; iPod classic®; 

iPod video; iPod 
touch (1st and 2nd 

generations); 
iPod nano® (3rd, 

4th, 5th generation); 
and iPod mini

iPod touch® 
and iPhone 3G

Resistor-divider on 
D+ and D-

USB FS/HS configuration: draws  
< 500mA
D+/D- voltage detection: <1A

Motorola
All phones with 

mini-USB
Resistor to GND on 

ID line

USB FS/HS configuration: draws  
< 500mA. Follows CEA-936-A 
specification, which is the only known 
company to use this specification.

Depends on model

RIM BlackBerry®
Some models look for 

shorted D+/D-

USB FS/HS configuration: draws  
< 500mA. Some models look for 
shorted D+/D- with a pullup to 2.7V for 
dedicated charger.

Depends on model

HTC
QUALCOMM®-
based phones

None
Immediately draws 500mA when 5V is 
attached to VBUS

Full support

USB-IF Standard — Shorted D+/D-
Device uses a specific method 
(voltages and timing well defined)

2009 and newer 
LG and Samsung 

models with micro-
USB connector

China Standard — Shorted D+/D- Method not defined Depends on model
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図5a. ヒューマンボディESD試験モデル 図5b. ヒューマンボディ電流波形

タイミングチャート	

CHARGE-CURRENT
LIMIT RESISTOR

DISCHARGE
RESISTANCE

STORAGE
CAPACITOR

CS
100pF

RC 
1MΩ

RD 
1500Ω

HIGH-
VOLTAGE

DC
SOURCE

DEVICE
UNDER
TEST

IP 100%
90%

36.8%

tRL
TIME

tDL

CURRENT WAVEFORM

PEAK-TO-PEAK RINGING
(NOT DRAWN TO SCALE)

Ir

10%
0

0

AMPERES

VBUS 5V

PT PT PTAT

PT PT PTATAT AT

ATTACH

ATTACH

≤ 500mA ≤ 500mA≤ 100mA ≤ 100mA

≤ 100mA

≤ 500mA ≤ 1000mA

≤ 1000mA ≤ 1000mA ≤ 1000mA ≤ 500mA≤ 500mA

ATTACHDETACH

AT

S0 S0 S0S3 S3

S3 S3 S3S0 S0 S0

5VVBUS

HOST

HOST

SW

SW

iPod ATTACH IN S0

iPod ATTACH IN S3

USB CONNECTION

USB CONNECTION

CHARGING CURRENT

CHARGING CURRENT

NOTE: WHEN USING THIS TIMING, IT IS RECOMMENDED TO SUPPLY VCC WITH VBUS, AND VBUS SHOULD BE IMMEDIATELY DISCHARGED WHEN VBUS IS TURNED OFF.
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タイミングチャート(続き)	

VBUS 5V

PT PTAT AT

ATTACH

≤ 1000mA ≤ 1000mA≤ 500mA ≤ 500mA

S0 S0S3 S3

S3S0

HOST

SW

VBUS

HOST

SW

5V 5V

0.8V 0.8V

< 1ms

4.0V

iPod ATTACH IN S3

USB CONNECTION

S0 TO S3 TRANSITION

CHARGING CURRENT

> 0.5s

< 3s
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タイミングチャート(続き)	

PTAT

5V

PT PTAT AT

ATTACH

≤ 1000mA ≤ 1000mA≤ 500mA ≤ 500mA

S0 S0S3 S3

S3

tAT TO PT < tFALL TO 4.0V
tFALL TO 4.0V

S0

VBUS

HOST

SW

5V 5V

S3 TO S0 TRANSITION

VBUS

HOST

SW

iPod ATTACH IN S3

USB CONNECTION

CHARGING CURRENT

0.8V 0.8V

4.0V 4.0V

>0.5s

<3s

tAT TO PT

NOTE: THIS TIMING IS TO AVOID THE VOLTAGE FROM THE RESISTOR-DIVIDER FROM APPEARING ON DP/DM WHILE VBUS IS OFF BY SWITCHING DP/DM TO TDP/TDM, WHICH IS
GROUNDED BY 15kΩ.
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標準動作回路	

パッケージ	
最新のパッケージ図面情報およびランドパターンはjapan.
maxim-ic.com/packagesを参照してください。なお、
パッケージコードに含まれる｢+｣、｢#｣、または｢-｣はRoHS
対応状況を表したものでしかありません。パッケージ図面
はパッケージそのものに関するものでRoHS対応状況とは
関係がなく、図面によってパッケージコードが異なること
がある点を注意してください。

チップ情報	
PROCESS: BiCMOS

パッケージタイプ パッケージコード ドキュメントNo.
10 TDFN-EP T1033+1 21-0137

USB
TRANSCEIVER

RDP

RDM

DP D+

D+

TDP

D-

D-

TDMVCC

DM

CBO CB1GND

0.4V

2.1V

0.1µF

VCC_SW

RP2
RP1

VCC_SW

RM2
RM1

 

MAX14550E

5.0V

R

S
Q

CONTROL
LOGIC

MICROCONTROLLER

0.4V 500kI

ESD
PROTECTION

USB
CONNECTOR

LOW = AUTO MODE (LAPTOP IN
SLEEP/STANDBY)

HIGH = TDP = DP, TDM = DM
(LAPTOP AWAKE - USB ACTIVE)

http://japan.maxim-ic.com/packages
http://japan.maxim-ic.com/packages
http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0137.PDF
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•  ｢Absolute Maximum Ratings (絶対最大定格)｣の項中で、Lead Temperatureを、
Soldering Temperatureに差し替え。

•  ｢Electrical Characteristics (電気的特性)｣の表中の条件、｢DP/DM On-Capacitance｣
の規格を、f = 1MHzからf = 240MHz、および6.0pF (max)から5.5pF (max)に変更。

•  ｢標準動作特性｣の項中のTOC11 (Eye Diagram)を差替え。
•  表1の差替えおよび表2の追加。
•  ｢タイミングチャート｣を追加。
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